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Реферат:
1. Дисертація присвячена дослідженню процесів електрон-фононної взаємодії в системі з сильно-
локалізованими носіями (проміжно-легований n-Ge) та в двовимірному електронному газі, де присутні
процеси слабкої локалізації (дельта-легований GaAs:Si). За результатами гальванічних та акустичних
досліджень показано, що в германію, проміжно-легованому домішками Sb, присутня енергетична щілина
порядку декількох меВ, яка монотонно змінюється з прикладенням одновісного тиску вздовж напрямку <111>.
Запропоновано модель утворення домішкової D- зони, що адекватно описує результати наведених
експериментів та дозволяє оцінити параметри зони. Результати гальваномагнітних вимірювань у зразках d-
GaAs:Si дозволили визначити характер енергетичних втрат електронного газу та визначити пристосованість
різних підходів до визначення температури (та енергетичних втрат) носіїв в даній системі. Сукупність
результатів досліджень фононо-індукованої провідності вдалося надійно пояснити на основі запропонованої
моделі "руйнування" слабко ї локалізації носіїв при поглинанні енергії акустичних фононів електронним
газом. Проведено детальні розрахунки ефектів електрон-фононної взаємодії з урахуванням багатопідзонного



характеру системи, що дали змогу дослідити процеси поглинання окремими підзонами та при різних умовах
падіння фононів на двовимірний шар.

2. This thesis is devoted to studies of the processes of electron-phonon interaction in the system with strongly-
localised carriers (intermediately-doped n-Ge) and in the two-dimensional electron gas, where the effects of weak
localisation are present (delta-doped GaAs:Si). From the results of galvanic and acoustic studies on intermediately
doped n-Ge it is shown that there is an energy gap of the order of several meV which monotonically changes with
uniaxial stress applied along <111> direction. A model of impurity D- band is proposed; the model adequately fits
the results of experiments and allows estimating the parameters of the band. The results of galvanomagnetic
measurements in samples of delta-GaAs:Si allowed to determine the character of energy losses of the electron gas
and to estimate the applicability of different approaches to determine the temperature of carriers (and their
energy losses) in the system. Results of studies of phonon-induced conductivity are reliably explained on the basis
of t he proposed model of "destruction" of weak localisation of charge carriers caused by absorption of acoustic
phonon energy by electron gas. Detailed calculations of electron-phonon interaction taking into account
screening effects were carried out and allowed to study the processes of phonon absorption by different sub-
bands and under different conditions of phonon incidence onto the two-dimensional layer.
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